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На рис. приведены изменения по глубине общей концентрации О, и концентрации О образующих связи типа SiО2 и SiОх (SiО+ SiО0,5) для Si, имплантированного ионами О2+ с Е0 = 1 кэВ при D=6·1016 см-2. Видно, что кривые зависимости СSiО2(d) и СSiОх(d) проходят через максимум. Общая концентрацию О до глубины 20-25 Å заметно меняет, из них до 70-75 ат.% образует химический связь с атомами Si. После прогрева при 900 К все атомы О и Si входят в химическую связь и образуется пленки SiО2 с достаточно хорошей стехиометрией.
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Рис. 3. Зависимости Со(d) для Si, имплантированного ионами О2+ с Е0=1 кэВ. 1-общая концентрация атомов О; 2 - концентрация О в оксиде SiО2; 3 - концентрация О в соединении SiОх(SiО + SiО0,5)
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